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ペロブスカイト太陽電池における正孔輸送材料には spiro-OMeTAD が広く用いられているが、体

積抵抗率が 1.1x104Ω･cm と高いため、この値を低くすることが求められている[1]。一方、無機材

料の正孔輸送材料としては NiOx が知られており、Ni 金属ターゲットを使用した反応性スパッタ

或いは NiO ターゲットを使用した高周波スパッタでの成膜が一般的である[2]ため、スパッタ時に

下地層へのダメージが発生することからペロブスカイト発電層の直上に成膜することが難しい。 

そこで我々は、低ダメージスパッタ成膜源である四面式対向ターゲットマグネトロンスパッタカ

ソード（以下、RAM カソード）と自社開発した NiOx（亜酸化 Ni）ターゲットを使用して NiOx

をガラス基板へ無加熱成膜し、単一膜の基本特性を評価した。図１に示す体積抵抗率にはスパッ

タ時添加酸素流量による極大値が現れ、酸素流量 1.6sccm で 5.4x102Ω･cm と低い値を得た。図２

に示す XRD ではどの酸素流量でもアモルファス性を示した。透過率に関しては、酸素流量 0.8sccm

では少なくとも可視光域で吸収が見られたが、1.6sccm 以上では十分に透明な膜が得られた。 

発表当日は、透過スペクトル及びホール測定も加味した評価結果を基に、RAM カソードでスパ

ッタ成膜した NiOx 膜の特性を報告する。 

 

図１．スパッタ時添加酸素流量を変化させた際の NiOx 膜の体積抵抗率（Ar 流量 40sccm） 

 

 

(a) 酸素流量 1.6sccm          (b) 酸素流量 2.4sccm          (c)酸素流量 4.0sccm 

図２．RAM カソードで無加熱成膜した際の NiOx 膜の XRD による結晶性評価 
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